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 报告要点 

 晶圆制造设备种类、数量繁多，不同制程对设备需求量不同 

集成电路制造工艺复杂，生产工序达近千道。复杂的工艺导致晶圆处理设备昂

贵、复杂且种类和数量繁多。晶圆制造设备占整个集成电路产业链设备投资额

的超过 80%。不同制程中，工艺类型、工艺复杂程度、工序数量都不同，因此

不同制程对设备的需求量也不同。 

 晶圆产线可分为 8 寸线、成熟制程 12 寸线和先进制程 12 寸线 

根据现有的主流晶圆厂工艺和产能分布，晶圆产线可大致划分为 8 寸生产线、

12 寸成熟制程生产线和 12 寸先进制程生产线。8 寸晶圆产线主要用于

130nm-200nm 工艺；成熟制程 12 寸线，包括 45nm、65nm、90nm 等；先进

制程包括 22nm、14/16nm、10nm、7nm 等。 

 同样产能，制程越先进，对设备需求量越大，需分类测算 

晶圆制造设备主要包括氧化炉管/高温/退火、化学气相沉积、涂胶机、去胶机、

光刻机、刻蚀机、离子注入机、物理气相沉积、研磨抛光设备、清洗设备和检

测设备等。在同样产能情况下，越先进的制程对设备的需求量越高。因此，8

寸线、成熟制程 12 寸线和先进制程 12 寸线对设备的需求应分类测算。 

 国产设备的机会在于内资晶圆厂和非先进工艺线 

国产半导体设备与国外设备存在较大技术差距，因此国产设备的机会主要在在

建的 8 寸线和非先进制程的 12 寸线，而先进制程的 12 寸线中，国产设备机会

相对较小。内资晶圆厂对国产设备的支持力度大于外资晶圆厂。 

 未来三年国内在建晶圆产线对国产晶圆制造设备需求拉动明显 

国内目前在建的晶圆制造产线，按 8 寸、成熟制程 12 寸和先进制程 12 寸产线

分类，并区分内资和外资晶圆产线，统计总的规划产能，测算出中国大陆未来

3-4 年对国产晶圆制造设备的具体数量需求。如果在建晶圆厂全部达到满产，且

国产半导体设备在 8 寸、成熟 12 寸、先进 12 寸线中占有率分别达到 20%、20%

和 15%，则对国产设备的需求为 CVD 483 台、氧化炉管 471 台、刻蚀机 611

台、PVD 329 台、检测设备 798 台、清洗设备 258 台，建议关注已经在相关领

域取得技术突破或布局的北方华创、中微半导体、盛美半导体、至纯科技、精

测电子、沈阳拓荆，和半导体测试设备龙头长川科技。 
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国产晶圆制造设备需求数量测算 

晶圆处理设备昂贵、复杂且种类数量繁多 

集成电路产业链通常可分为设计、制造和封装测试，其中集成电路制造在晶圆厂完成，

属于重资本、技术密集型产业。 

集成电路制造工艺复杂，其主要工艺流程包括氧化、清洗、涂胶、烘干、光刻、显影洗

胶、刻蚀、去胶、离子注入、薄膜沉积、化学机械打磨、测试、检测等，其中部分工序

需要循环进行数次至数十次，生产工序达近千道。 

图 1：集成电路生产工艺较复杂、工序很多，其中部分工序循环进行数十次 

 

资料来源：《半导体制造工艺基础》，中芯国际，天津市环境保护局，长江证券研究所 
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复杂的工艺导致晶圆处理设备昂贵、复杂且种类数量繁多。晶圆制造环节中的设备即晶

圆处理设备占整个集成电路产业链设备投资额的超过 80%。 

图 2：晶圆处理设备投资额约占整个半导体设备投资额的 80% 

81.8%

6.2%

7.5%
4.4%

晶圆处理设备

封装设备

测试设备

其他

 

资料来源：SEMI, 长江证券研究所 

晶圆制造中的半导体设备，按生产流程的大类可分为光刻机、刻蚀设备、薄膜设备等十

余种，每一种大类又可以按工作原理不同或处理的材料不同而细分为不同的设备。如薄

膜设备可分为化学气相沉积（CVD）、物理气相沉积（PVD）、原子层沉积（ALD）等，

CVD 设备又可分为低压力化学气相沉积（LPCVD）、等离子体增强化学沉积（PECVD）、

金属有机化合物化学气相（MOCVD）等，PVD 设备可按处理的材料不同分为钨、铝、

铜、钛、镍物理气相沉积设备等不同设备。因此，整个晶圆产线上的设备种类繁多，达

到几十近百种。 

图 3：晶圆处理设备投资额约占整个半导体设备投资额的 80% 

 

资料来源：《半导体制造工艺基础》，《现代半导体器件物理与工艺》, 长江证券研究所 

除设备的种类繁多外，晶圆产线上的设备数量也较多，特别是近年来随着制造工艺的不

断进步，集成电路的线宽越来越小，工艺复杂度越来越高，所需的工序数也大幅上升。

尤其当制造工艺达到 22nm 及以下时，传统的沉浸式光刻技术的精度已经无法满足工艺

要求，因此开发出多重曝光技术，导致逻辑电路的全工艺步骤数突破 1000 道，复杂度

和工序量都大大提升，为保证产能，产线上需要更多的设备。因此，同样的产能，先进

工艺产线所需的设备数量远多于非先进工艺产线。 
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表 1：随着制程越来越小，需要的工艺步骤数越来越多 

器件工艺 
40nm 

逻辑电路 

28nm 

逻辑电路 

22nm 

逻辑电路 

10nm 

逻辑电路 

7nm 

逻辑电路 

2D NAND 

Flash 

3D NAND 

Flash 

19nm 

DRAM 

总共刻蚀步数 35 50 55 >110 >140 35 35 55 

全工艺步骤数   1000 >1300 >1500    

资料来源：SEMI ISS，G Yin AMEC, 长江证券研究所 

根据以上特点，不同工艺的晶圆产线设备数量差异较大，因此，在分析产线中的设备数

量需求时，应根据生产线工艺的不同，分类讨论。根据现有的主流晶圆厂工艺和产能分

布，选取具有代表性的 8 寸生产线、12 寸成熟制程生产线和 12 寸先进制程生产线分别

探讨。 

8 寸晶圆产线的设备需求 

主流的 8 寸晶圆产线主要用于 130nm-200nm 工艺，通常用于生产功率器件、物联网、

传感器、模拟集成电路等半导体器件，此类器件通常对成本较为敏感不需要太先进制程，

或者本身就需要较大的线宽以支持高功率和大电流。由于近年新增的晶圆产能几乎都为

12 寸线，而下游市场对功率器件、IoT 芯片、传感器、模拟集成电路等芯片的需求旺盛，

导致 8 寸线产能接近饱和，流片价格也随供应紧张而逐渐升高，因此中芯国际、华虹宏

力等纷纷扩张 8 寸产线产能。 

8 寸线工艺较为成熟，生产设备也相对比较固定，各种制程间设备数量差异不大，以中

芯国际天津 T2 集成电路生产线项目为例对 8 寸线的设备数量需求分析。 

中芯国际天津厂原为 8 寸晶圆产线，月产能 5.5 万片。在 T2 集成电路生产线项目中，

将新建 8 寸晶圆的厂房和产线，制程为 180nm，新建 8 寸晶圆产能每月 9 万片，使整

个中芯国际天津厂最终达到每月 14.5 万片 8 寸晶圆的产能。中芯国际天津 T2 对晶圆制

造设备的需求规划见表 2。 

表 2：中芯国际 T2 180nm 月产 9 万片 8 寸晶圆生产线项目主要设备规划 

设备种类 设备名称 单位 数量 合计 设备种类 设备名称 单位 数量 合计 

氧化炉

管/高温/

退火 

常压垂直炉管 台 27 

113 

物理气

相沉积 

金属铝物理气相沉积 台 23 

43 单晶硅外延炉 台 9 物理气相沉积 台 4 

低压垂直炉管 台 21 物理气相沉积仪 台 16 

多晶硅垂直炉管 台 6 研磨 

抛光 

金属钨化学机械研磨 台 14 
33 

二氧化硅平坦化炉管 台 3 氧化硅化学机械研磨 台 19 

高温退火炉管 台 3 
清洗 

晶片清洗机 台 28 
41 

高温烘烤机 台 3 酸清洗机 台 13 

高温氧化炉 台 26 

检测 

电性参数测试仪 台 20 

217 

快速热处理器 台 15 电阻检测仪 台 9 

化学气

相沉积 

化学气相沉积仪 台 75 
89 

电子显微镜 台 59 

金属钨化学气相沉积 台 14 叠对标记差测量仪 台 11 

涂胶机 
深紫外涂胶机 台 16 

39 
光掩膜版颗粒物检测机 台 8 

紫外涂胶机 台 23 晶片缺陷检测仪 台 22 

光刻机 
深紫外光刻机 台 16 

39 
粒子计数仪 台 17 

紫外光刻机 台 23 磷含量检测仪 台 5 
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刻蚀 

氧化层刻蚀机 台 13 

92 

膜厚测量仪 台 39 

氮化物刻蚀机 台 10 缺陷检测仪 台 7 

多晶硅刻蚀机 台 12 外延缺陷测量仪 台 5 

金属铝刻蚀机 台 23 硅片深度测量仪 台 5 

刻蚀机 台 15 剂量测试仪 台 5 

湿蚀刻工作站 台 19 应力测量仪 台 5 

去胶机 去胶机 台 32 32 

其他 

紫外光烘烤机 台 4 

32 

离子 

注入 

高能量离子注入机 台 4 

31 

自动晶片定位机 台 20 

低能量离子注入机 台 6 成分分析仪 台 8 

高速流离子注入机 台 11      

中电流离子注入机 台 10      

资料来源：天津市环境保护局，中芯国际, 长江证券研究所 

表 2 中数据为月产 9 万片 180nm 8 寸晶圆产线的设备需求，据此可得到 8 寸线月产每

1 万片晶圆所需的主要设备数量为：高温/氧化/退火设备 12.6 台，CVD 9.9 台，涂胶/

去胶设备 7.9 台，光刻机 4.3 台，刻蚀设备 10.2 台，离子注入设备 3.4 台，物理气相沉

积设备 4.8 台，研磨抛光设备 3.7 台，清洗设备 4.6 台，检测设备 24.1 台，其他设备

3.6 台。 

表 3：中芯国际 180nm 8 寸晶圆产线每 1 万片月产能的主要设备需求数量 

设备类型 设备数量 合计 

氧化炉管/高温/退火 12.6 12.6 

化学气相沉积（CVD) 9.9 9.9 

涂胶机 4.3 4.3 

去胶机 3.6 3.6 

光刻机 4.3 4.3 

刻蚀 

硅刻蚀 1.3 

10.2 介质刻蚀 6.3 

金属刻蚀 2.6 

离子注入 3.4 3.4 

物理气相沉积 4.8 4.8 

研磨抛光 3.7 3.7 

清洗 4.6 4.6 

检测 24.1 24.1 

其他 3.6 3.6 

资料来源：天津市环境保护局，中芯国际, 长江证券研究所 

成熟制程 12 寸线的设备需求 

12 寸晶圆，通常用于 90nm 及以下制程的集成电路制造，而 22nm 及以下工艺的产线，

由于多重曝光技术的引入，导致工序数和设备数大幅提高，因此，12 寸晶圆的产线，

应按照制程分别探讨。45nm、65nm、90nm 等制程，归类为成熟制程 12 寸线；22nm、

14/16nm、10nm、7nm 等归类为先进制程 12 寸线。 
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成熟制程 12 寸线，由于技术成熟，不需要采用多重曝光技术，产线中的生产设备和生

产时所用的光罩、光刻胶等耗材均相较先进制程 12 寸线更少，因此，生产成本相对

10nm、14nm 等先进工艺更加低廉。一些对成本敏感的芯片选择了成熟制程 12 寸线进

行生产。 

在此，以中芯国际天津 T3 集成电路生产线项目为例对成熟制程 12 寸线的设备数量需求

进行分析。中芯国际天津 T3 集成电路生产线项目中，将新建 12 寸晶圆的厂房和产线，

制程为 90nm，新建 12 寸晶圆规划产能为每月 1 万片。中芯国际天津 T3 对晶圆处理设

备的需求规划见表 4。 

表 4：中芯国际 T3 12 寸集成电路生产线项目所需的主要半导体设备 

设备种类 设备名称 单位 数量 合计 设备种类 设备名称 单位 数量 合计 

氧化炉

管/高温/

退火 

合金垂直炉管 台 1 

22 

去胶机 光刻胶去除 台 8 8 

沉积退火设备 台 1 
离子注

入 

高能离子注入设备 台 1 

13 氮化物化学气相沉积垂直炉管 台 5 高速流离子注入设备 台 8 

多晶硅沉积垂直炉管 台 1 中速流离子注入设备 台 4 

高温退火垂直炉管 台 3 

物理气

象沉积 

铝接点沉积设备 台 1 

24 

快速退火设备 台 3 镍物理气相沉积设备 台 1 

退火设备 台 2 钛及氮化钛沉积设备 台 1 

氧化物生长垂直炉管 台 2 铜电镀设备 台 3 

闸极氧化物垂直炉管 台 2 沉积设备 台 15 

化学气相沉积垂直炉管 台 2 屏障和种子沉积设备 台 3 

化学气

相沉积 

氮化钛沉积设备 台 2 

42 

研磨抛

光 

硅片平坦仪 台 1 

12 

氮化物沉积设备 台 4 金属化学机械抛光设备 台 2 

氮氧化物沉积设备 台 1 浅沟槽化学机械抛光设备 台 1 

氧化物沉积设备 台 12 氧化物化学机械抛光设备 台 2 

氧化物沉积设备 台 1 钨化学机械抛光设备 台 1 

含氟氧化物沉积设备 台 6 铜化学机械抛光设备 台 5 

含碳氧化物沉积设备 台 3 

检测 

表面电荷分析仪 台 3 

50 

薄膜沉积设备 台 3 X 射线光谱分析设备  台 1 

浅沟槽氧化物沉积设备 台 1 X 射线荧光光谱仪 台 1 

碳化物沉积设备 台 1 暗区缺陷检测仪 台 3 

钨化学气相沉积设备 台 1 半自动目测光学台 台 1 

锗硅沉积设备 台 5 表面电荷分析   台 1 

闸极氧化物沉积设备 台 2 电子束检测机 台 1 

涂胶机 

光阻涂布机 台 1 

7 

电阻测量仪  台 1 

深紫外涂胶显影机 台 3 分析仪   台 1 

涂布机 台 2 覆盖度测量机 台 2 

紫外涂胶显影机 台 1 关键尺寸测量扫描电镜 台 5 

光刻机 

深紫外沉浸式涂胶曝光机 台 4 

8 

光罩缺陷检测仪  台 1 

深紫外涂胶曝光机 台 3 光罩扫描仪 台 1 

紫外涂胶曝光机 台 1 宏观检测器 台 1 

刻蚀 保护层刻蚀设备 台 2 25 厚度检测设备  台 5 
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介电质刻蚀设备 台 7 剂量检测机  台 1 

刻蚀设备   台 4 检测仪   台 4 

连接层刻蚀设备 台 1 亮区缺陷检测仪   台 2 

铝接点刻蚀设备 台 2 晶片盒检测  台 1 

浅沟槽刻蚀   台 2 缺陷分析仪 台 1 

湿法氮化物刻蚀设备   台 1 缺陷复查器   台 4 

闸极刻蚀设备 台 3 缺陷检测仪 台 1 

掩膜刻蚀设备  台 3 自动宏观缺陷检查机  台 3 

检测 

自动目测光学台 台 3 

50 

其他 

氮浓度测量机 台 1 

17 

自动目检仪 台 1 光罩仓储机 台 1 

光学显微镜 台 1 包装机 台 1 

测试 

测试探针 台 8 

33 

擦片机 台 5 

测试仪 台 17 打印机 台 1 

晶圆最终测试探针 台 7 粒子计数器 台 2 

纳米探针仪 台 1 掩膜版绑定机 台 2 

清洗 

金属硅化物选择性去除设备 台 1 

17 

紫外处理设备 台 3 

晶背清洗设备 台 4 条形码打印机 台 1 

清洗机 台 2      

清洗设备 台 9      

闸极清洗设备 台 1      

资料来源：天津市环境保护局，中芯国际, 长江证券研究所 

由表 4 可知，成熟制程的 12 寸月产 1 万片所需的主要设备数量约为高温、氧化、退火

设备 22 台，CVD 42 台，涂胶/去胶设备 15 台，光刻机 8 台，刻蚀设备 25 台，离子注

入设备 13 台，物理气相沉积设备 24 台，研磨抛光设备 12 台，清洗设备 17 台，检测

设备 50 台，测试设备 33 台，其他设备 17 台。 

表 5：中芯国际 90nm 12 寸晶圆产线每 1 万片月产能的主要设备需求数量 

设备类型 设备数量 

氧化炉管/高温/退火 22 

化学气相沉积（CVD) 42 

涂胶机 7 

去胶机 8 

光刻机 8 

刻蚀 25 

离子注入 13 

物理气相沉积（PVD） 24 

研磨抛光 12 

清洗 17 

检测 50 

测试 33 

其他 17 

资料来源：天津市环境保护局，中芯国际, 长江证券研究所 
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先进制程 12 寸线的设备需求 

先进制程的 12 寸线，是指 7nm、10nm、14/16nm 和 22nm 等在 12 寸晶圆上较为先进

的制程，由于先进制程工艺晶圆的生产成本较高，因此通常只有手机芯片、CPU、显卡、

挖矿芯片、AI 芯片等最新的高性能数字电路或者对低功耗要求较高的集成电路才采用最

先进的制程。 

以台积电南京 12 寸晶圆厂一期项目为例对先进制程 12寸线的设备数量需求进行分析。

台积电南京 12 寸晶圆厂一期项目投资额度为 30 亿美元，规划产能为每年 24 万片，即

月产能 2 万片，主要生产 16nm 级集成电路。 

表 6：台积电南京一期月产 2 万片 16nm 12 寸晶圆线的主要设备需求数量和产能规划 

设备名称 设备数量 单机产能（片/天） 生产时数（小时/年） 总产能（年） 

研磨机 35 20 365*24 255500 

化学气相沉积（CVD) 61 12 365*24 267180 

氧化/高温/退火设备 83 9 365*24 272655 

离子注入机 18 40 365*24 262800 

刻蚀机 119 6 365*24 260610 

光刻机 15 50 365*24 273750 

涂胶机 10 75 365*24 273750 

物理气相沉积（PVD） 50 15 365*24 273750 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，长江证

券研究所 

由表 6 可知，氧化、高温、退火等炉管机台和刻蚀机的单机产能较小，成为了产能的瓶

颈，CVD 设备、PVD 设备和研磨机的单机产能也较小，因此需要的数量较多。有很大

一部分原因在于，22nm 以下工艺的产线采用了多重曝光技术，需要的薄膜沉积、刻蚀、

研磨、退火等工序的数量大大提高，如 22nm 的刻蚀步骤数为 55 次，而 10nm 的刻蚀

步骤数超过 110 次。为保证产能，需要更多的设备来满足产能要求，因此平均下来的单

机产能较小。 

表 7：台积电南京一期 16nm 12 寸晶圆产线每 1 万片月产能的主要设备需求量 

设备名称 设备数量 

研磨机 17.5 

化学气相沉积（CVD) 30.5 

氧化/高温/退火设备 41.5 

离子注入机 9 

刻蚀机 59.5 

光刻机 7.5 

涂胶机 5 

物理气相沉积（PVD） 25 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，长江证

券研究所 
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先进制程 12 寸产线每 1 万片月产能所需的设备数量约为：研磨机 17.5 台，CVD 30.5

台，氧化/高温/退火设备 41.5 台，离子注入机 9 台，刻蚀机 59.5 台，光刻机 7.5 台，

涂胶机 5 台，PVD 25 台。 

 

设备需求趋势：越先进制程所需设备量越多 

对三种产线的设备需求数量进行比较，可发现，总的趋势来看，越先进制程产线所需的

设备数量越多。 

图 4：不同产线每 1 万片月产能所需各类主要设备数量，越先进制程所需设备数量越多 
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资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

光刻机：12 寸线需求约为 8 寸线 2 倍，一条产线上多种并存 

8 寸线 1 万片月产能需要的光刻机约 4 台，12 寸线 1 万片月产能的光刻机需求约为 8

台。12 寸晶圆面积为 8 寸晶圆的 2.25 倍，所以相同产能下所需光刻机台数也接近翻倍。 

图 5：ASML Twinscan 光刻机简易工作原理图 

 
资料来源：ASML，雷锋网, 长江证券研究所 

此外，8 寸和 12 线中，均有不止一种光刻机，8 寸线有深紫外光刻机和紫外光刻机两种，

12 寸线有沉浸式深紫外光刻机、深紫外光刻机和紫外光刻机 3 种。 
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表 8：中芯国际 8 寸与 12 寸线均有多种光刻机 

设备名称 8 寸线 12 寸线 

沉浸式深紫外光刻机（台） - 4 

深紫外光刻机（台） 1.8 3 

紫外光刻机（台） 2.6 1 

资料来源：中芯国际，天津市环境保护局，长江证券研究所 

光刻机按光源不同可大致分为五代，分别是可见光 G 线，紫外光（UV）I 线，深紫外光

（DUV）KrF 和 ArF，极紫外光 EUV。紫外光科技、深紫外光刻机和沉浸式深紫外光刻

机的精度不同，紫外光刻机通常最高只能做到 350nm 工艺节点，180nm 以下工艺必须

用深紫外光或沉浸式深紫外光刻机。 

表 9：光刻机按光源不同可分为五代 

 
波长名 发射源 波长（nm） 光刻设备 最小工艺节点（nm） 

第一代 可见光 G线 汞灯 436 
接触式光刻机 800-250 

接近式光刻机 800-250 

第二代 紫外光UV I线 汞灯 365 
接触式光刻机 800-250 

接近式光刻机 800-250 

第三代 深紫外光DUV 氟化氪KrF准分子激光 248 扫描投影式光刻机 180-130 

第四代 深紫外光DUV 氟化氩ArF准分子激光 193 
步进扫描投影式光刻机 130-65 

沉浸式步进扫描投影式光刻机 45-7 

第五代 极紫外光EUV 二氧化碳CO2激光 13.5 极紫外光刻机 22-5 

资料来源：《半导体制造技术》, 长江证券研究所 

 

图 6：典型的晶圆有很多层，只有最下层需要最小线宽，上层不需要最小线宽 
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P+ P+ N+ N+
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1.5kÅSION+6kA SIN

10kÅ HDP

 
资料来源：《半导体制造技术》,长江证券研究所 

一条产线上有两种或两种上光刻机，是因为并不是所有的工序里都是最窄的线宽。晶圆

有很多层，仅最初的的几层需要做到最窄的线宽。以 180nm 工艺为例，制造晶圆时，

仅最初的几层光刻的线宽为 180nm，需要用到深紫外 DUV 光刻机，之后的工序，对介

质、金属的光刻，以及刻沟槽等的，都不需要用到 180nm 的线宽，350nm 线宽也能满

足要求。深紫外光刻机的成本远高于紫外光科技，因此，产线中，用深紫外光刻机做最



 

请阅读最后评级说明和重要声明 13 / 26 

 

行业研究┃行业周报 

初、最关键工序的光刻，而用紫外光刻机来做后道的光刻，可以节省成本。在 12 寸晶

圆产线中类似。 

刻蚀机：先进制程对刻蚀机需求大幅增加，产线上多种并存  

每月 1 万片产能，对刻蚀机的需求，随工艺不同而不同。8 寸产线对刻蚀机的需求为 10.2

台，成熟制程 12 寸线为 25 台，先进制程 12 寸线为 59.5 台。这是因为在 8 寸线中，

工艺相对简单，而在 12 寸线中，多了更多不同的介质层，工艺相对复杂，需要刻蚀的

工序更多。 

表 10：制程越先进，所需的刻蚀机台数越多 

每月 1 万片产能的设备需求 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 

刻蚀机（台） 10.2 25 59.5 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

先进制程的 12 寸线中，因为多重曝光的引入，全道工序特别是刻蚀工序大幅增加，对

刻蚀机的需求大幅增多。由于传统的深紫外光 DUV 光刻机的波长为 193nm，当制程达

到 65nm 即达到极限分辨率。65nm-28nm 的工艺，采用了沉浸式光刻，即把晶圆和光

刻机放在液体中进行光刻，利用液体的折射率，缩短光的波长，提高光刻机分辨率。而

22nm 以下工艺中，沉浸式光刻也无法满足分辨率要求，因此引入了多重曝光，把原本

一次光刻和刻蚀可以完成的工序，分为两步来做，利用刻蚀机的高精度，来弥补光刻机

分辨率的不足。 

图 7：多重曝光，利用两次曝光和刻蚀，做出更小的线宽，增大了对刻蚀机的需求 

 

资料来源：上海集成电路研发中心，长江证券研究所 

一条产线中，由于需要刻蚀的层或对象多种多样，所以有各种不同的刻蚀机。刻蚀对象

总的大类包括硅刻蚀、介质刻蚀和金属刻蚀，而介质刻蚀又包括氧化物刻蚀、氮化物刻

蚀等。根据刻蚀机的工作原理不同，又可分为干法刻蚀和湿法刻蚀，干法刻蚀又分为电

容耦合和电感耦合刻蚀。因为刻蚀的对象、线宽、厚度等的不同，刻蚀机的种类、刻蚀

温度、刻蚀材料、刻蚀时长等都不同，由于刻蚀机的多样性，通常没有一家公司能把一

条产线中的所有刻蚀机全都做完，一条产线上，会采用不止一家公司的刻蚀机，如台积

电的 7nm 工艺线，采用了 Lam、应用材料、日立、东京电子和中微半导体的刻蚀机。 
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按刻蚀对象不同，刻蚀机通常包括介质刻蚀、硅刻蚀和金属刻蚀，在传统的 MOSFET

工艺中，介质刻蚀的占比较高，硅刻蚀的占比较低，越先进工艺硅刻蚀占比越高。在

14nm 及以下工艺中，MOSFET 无法满足要求，晶体管结构采用了 FinFET 工艺，硅刻

蚀的占比超越了介质刻蚀。 

表 11：中芯国际 180nm 8 寸晶圆产线，每 1 万片月产能的刻蚀机需求，介质刻蚀最多 

设备类型 设备数量 合计 

刻蚀 

硅刻蚀 1.3 

10.2 介质刻蚀 6.3 

金属刻蚀 2.6 

资料来源：天津市环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

与光刻机类似，一条产线中，最前面的几道工序对刻蚀机的分辨率要求最高，而后面的

工序对刻蚀机分辨率要求低一些。因此一条产线中，在关键工序的刻蚀中，通常会采用

最好的刻蚀机，而非关键的工序中，会采用分辨率低一些的刻蚀机以节省成本。 

薄膜设备：种类繁多，工艺复杂 

薄膜设备主要分为化学气相沉积（CVD）和物理气相沉积（PVD）设备。CVD 设备是

通过不同的气体物质发生化学反应在晶圆表面沉积一层薄膜，因为采用的是化学反应的

方法，所以称为化学气相沉积，通常用于非金属、介质薄膜的沉积。PVD 设备主要用

于金属薄膜的沉积，主要是金属溅射，原理是用电场驱动高温气体离子（如氩气 Ar）轰

击金属靶材，金属靶材被物理撞击就掉出一些金属原子，在晶圆表面沉积一层金属薄膜，

因为是用物理的方法，所以称为物理气相沉积。此外，金属铜的沉积不是用 PVD 方法

实现，而是采用电镀方法实现，电镀设备既是一种薄膜设备，也是一种湿法工艺设备。 

表 12：先进制程对薄膜设备的需求大大增加 

每月 1 万片产能的设备需求 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 

CVD（台） 9.9 42 30.5 

PVD（台） 4.8 24 25 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

在晶圆制造的过程中，薄膜的材质多种多样，如多晶硅、钨、铝、钛、氧化钙、氮化硅

等，因此薄膜设备种类也多种多样，对不同的薄膜沉积需要用到不同原理的设备，CVD

设备还可以细分为 PECVD、ALD、LPCVD 等，具体的原理、反应物质的状态、物质的

材料、温度、压力等均不同，种类繁多。总的趋势，越先进的工艺，所需的薄膜设备越

多。 

涂胶机和去胶机：与光刻机数量几乎相同 

光刻的过程包括涂胶、匀胶、曝光和显影，涂胶、匀胶和显影通常在一个设备里，即涂

胶显影设备，而曝光由光刻机完成，在晶圆生产中，涂胶设备与光刻机是一一搭配的，

因此数量几乎和光刻机相同。去胶设备用于刻蚀过后去掉光刻机，包括干法去胶和湿法

去胶，产能与光刻机搭配，因此数量与光刻机也几乎相同。 
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表 13： 一条产线上光刻机、涂胶机、去胶机的数量大致相同 

每月 1 万片产能的设备需求 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 

光刻机（台） 4.3 8 7.5 

涂胶机（台） 4.3 7 5 

去胶机（台） 3.6 8 - 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

清洗设备：工艺越先进，需求量越大，单片式清洗设备占比越高 

晶圆制造中工序很多，不同工序中用到了不同的化学材料，通常会在晶圆表面残留液体、

颗粒等杂质，如果不清除，会随着生产制造逐渐累积，影响最终的良率。为了防止前面

的工序中残留的杂质影响后面的工序，所以必须用清洗设备，配合相应的清洗剂，在某

些工序后对晶圆进行清洗。越先进的工艺，工序步骤数越多，清洗设备也越多。根据我

们的产业调研，22nm DRAM 工艺中，清洗的工序可以达到约 30%，但因清洗设备单机

价格相对低一些，所以清洗设备价值量占比稍低，约 10-15%左右。 

清洗设备分为槽式和单片式，槽式设备是一个酸槽，里面乘着酸液，一次可以同时清洗

25 片或 50 片晶圆，清洗效率较高、成本较低。但缺点有两个：第一，同时清洗的晶圆

之间会相互污染；第二，酸槽里的酸液通常一定周期更换一次，所以前一批次清洗的晶

圆可能污染后一批次的晶圆。 

单片式的清洗设备由数个清洗腔构成，每一片晶圆在一个清洗腔里单独清洗，清洗方式

为喷淋式清洗，清洗得较为干净，而且避免了交叉污染和前批次污染后批次。但缺点是

清洗效率低，成本高。 

在 8 寸工艺和 12 寸里的 90/65nm 等工艺中，线宽较宽，对残留的杂质容忍度相对较高，

因此对清洗的要求相对没那么高，为节省成本和提高生产效率，以槽式清洗设备为主。

在 45/28/22/16/10/7nm 等工艺中，线宽较窄，对残留杂质的容忍度低，要求清洗得更

干净，因此以单片式清洗设备为主。在先进工艺中，槽式清洗设备也有单片式清洗无法

替代的清洗方式，如高温磷酸清洗，目前只能用槽式清洗设备。总的趋势是，越先进的

工艺，单片式清洗设备占比越高。根据我们的产业调研，22nm DRAM 产线中，单片式

清洗的占比可达到约 70%。 

表 14：工艺越先进对清洗设备需求量越大 

每月 1 万片产能的设备需求 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 

清洗设备（台） 4.6 17 - 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

其他设备：工艺越先进，需求量越大 

其他的设备，如氧化设备、高温炉管设备，退火设备、检测设备、离子注入机等，均体

现出工艺越先进，需求量越大。 

氧化炉管、退火设备的需求量较大，是因为 CVD、PVD 和刻蚀等工艺均在高温下进行，

需要用到炉管设备加热，并需要退火设备为晶圆降温。工艺越先进，工序越多，需要的

氧化、高温炉管和退火设备等的量也越大。 
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检测设备分为膜厚检测、关键尺寸检测、电子束检测和其他各种检测设备。主要用于在

制造过程中对晶圆的线宽、膜厚、掺杂浓度、表面电阻等各种参数进行检测，工艺越先

进，工序数就越多，需要检测的参数也就越多，因此，检测设备种类和数量很多。 

表 15：对半导体设备的需求总趋势是工艺越先进、需求量越大 

每月 1 万片产能的设备需求 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 

氧化炉管退火设备（台） 12.6 22 41.5 

检测设备（台） 24.1 50 - 

离子注入机（台） 3.4 13 9 

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

 

国内晶圆制造设备需求测算 

国内晶圆制造设备数量需求总体测算 

根据以上分析，晶圆产线可大致分为 8 寸线、成熟制程 12 寸线和先进制程 12 寸线，且

每种产线对半导体设备的需求均有所不同。 

表 16：不同工艺每 1 万片月产能的设备需求，越先进制程，设备需求量越大 

每月 1 万片产能的设备需求 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 

研磨机 3.7 12 17.5 

CVD 9.9 42 30.5 

氧化/高温/退火 12.6 22 41.5 

离子注入机 3.4 13 9 

刻蚀机 10.2 25 59.5 

光刻机 4.3 8 7.5 

涂胶机 4.3 7 5 

PVD 4.8 24 25 

检测 24.1 50  

清洗 4.6 17  

资料来源：《台积电(南京)有限公司 12 吋晶圆厂与设计服务中心一期项目环境影响专项分析》，台积电，天津市

环境保护局，中芯国际，长江证券研究所 

目前国内在建和规划的晶圆产线众多，根据在建晶圆产线的产能规划，可测算出未来国

内对晶圆制造设备的需求。根据我们的产业调研，通常晶圆产线开工后 1-1.5 年为设备

搬入期，之后开始试生产，如果进展顺利，通常开工后 2 年左右开始投产，在此后 2-3

年内逐渐达到满产。 
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表 17：国内在建部分 8 寸晶圆产线 

公司 项目 地点 投资额（美元） 尺寸 工艺 规划产能（万片/月） 开工时间 预计设备搬入 预计投产 

中芯

国际 

中芯绍兴 绍兴 8.8 亿 8 寸 特色工艺 4.25 2018 年 5 月 2019 年 9 月 2020 年 1 月 

中芯天津 T2 天津 T2/T3 共 15 亿 8 寸 0.18um 9 2016 年 9 月 2018 年 7 月 2020年10月 

中国

电子 

积塔半导体

一期 
上海 约 13 亿 8 寸 特色工艺 6 2018 年 8 月 2019 年下半年 2020 年 

资料来源：《集成电路应用》,《2017 年上海集成电路产业发展研究报告》，公司官网，长江证券研究所 

目前国内在建的 8 寸晶圆产线，达到满产后的总产能超过每月 19.25 万片。 

表 18：国内在建部分成熟制程 12 寸晶圆产线 

公司 项目 地点 
投资额 

（美元） 

尺寸 

（英寸） 
工艺 

规划产能 

（万片/月） 
开工时间 预计设备搬入 预计投产 

中芯

国际 

中芯国际 B3 北京 40 亿 12 CIS、2D NAND 等 3.5 2016 年 10 月 
2018 年下半

年 
2018 年 

中芯国际天

津 T2/T3 
天津 T2/T3 共 15 亿 12 90nm 1 2016 年 9 月 2018 年 7 月 2020年10月 

华虹

宏力 

华虹无锡

Fab7 一期 
无锡 25 亿 12 90-65nm 特色工艺 4 2018 年 3 月 

2019 年下半

年 
2019 年 

德淮 德科玛淮安 淮安 25 亿 12 65nm 图像传感器 2 2016 年 3 月 
2018 年下半

年 
2019 年 

AOS 
美国AOS（万

国）一期 
重庆 

4 亿（2.7 亿制

造，1.3 亿封测） 
12 功率半导体 

制造：2，

封测：5 万 
2016 年 3 月 2018 年 

2018 年下半

年 

格罗

方德 

格罗方德

Fab11 一期 
成都 

两期合计 100

亿 
12 0.18/0.13μm 2 2017 年 2 月 2018 年 2018 年底 

粤芯 粤芯半导体 广州 10.5 亿 12 
130nm-180nm 传统

特色工艺 
4 2017 年 12 月 

2019 年上半

年 
2019 年 

武汉

新芯 

武汉新芯

Fab12b 
武汉 20 亿 12 

10 万片特种工艺+1

万片 Nor Flash+0.5

万片逻辑 

11.5 2017 年 12 月 2018 年 10 月 2018年12月 

资料来源：《集成电路应用》,《2017 年上海集成电路产业发展研究报告》，公司官网，长江证券研究所 

目前国内在建的成熟制程 12 寸晶圆产线，达到满产后的总产能将超过每月 30 万片。 

表 19：国内在建部分先进制程 12 寸晶圆产线 

公司 项目 地点 投资额（美元） 尺寸 工艺 规划产能（万片/

月） 

开工时间 预计设备搬入 预计投产 

中芯 

国际 

中芯国际

SN1&SN2 
上海 102.4 亿 12 

CMOS 

14-10-7nm 
7 2016 年 10 月 2018 年 2018 年 

华力 

微电子 

华力二期

Fab6 
上海 58 亿 12 

CMOS 

28-20-14nm 
4 2016 年 12 月 2018 年 5 月 2018 年 

长江 

存储 

国家存储

器基地 
武汉 

240 亿（分三期

建设），第一期

85 亿 

12 寸 

3D 

NAND+20/1

8nm DRAM 

三期总共：30 

第一期：10 
2016 年 12 月 2018 年 4 月 2018 
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福建 

晋华 

福建晋华

一期 
泉州 56.5 亿 12 寸 32nm DRAM 6 2016 年 7 月 2018 年 7 月 2018 年 9 月 

合肥 

长鑫 
合肥长鑫 合肥 72 亿 12 寸 19nm DRAM 12.5 2017 年 3 月 2018年1季度 

2018 年下半

年 

紫光 

紫光南京

集成电路

基地一期 

南京 105 亿 12 寸 
3D NAND 

DRAM 
10 2018 年 6 月 2020 年 2021 年 5 月 

SK 

海力士 

SK 海力士

无锡二厂 
无锡 86 亿 12 寸 

10nm 级 

DRAM 
20 2017 年下半年 2019 年 

2019 年上半

年 

三星 
三星西安

二期 
西安 70 亿 12 寸 3D NAND 10 2018 年 3 月 2019 年 

2019 年四季

度投产 

英特尔 

英特尔大

连 Fab68

二期扩建 

大连 20 亿 12 寸 3D NAND   2017 年 5 月 2018 年 2 月 
2018 年下半

年 

资料来源：《集成电路应用》,《2017 年上海集成电路产业发展研究报告》，公司官网，长江证券研究所 

目前国内在建的先进制程 12 寸晶圆产线，达到满产后的总产能将超过每月 79.5 万片。 

根据产能规划，和每种产线的每 1 万片产能的设备需求，可以估算出国内对各种晶圆制

造设备的大致需求。 

其中，先进制程 12 寸工艺中，检测设备和清洗设备每万片月产能的设备需求缺乏数据，

但考虑到先进工艺中清洗和检测的工序步骤大大增加，对设备的需求也大大增加，因此

对先进制程 12 寸工艺中的检测和清洗设备，每万片月产能给予一个较为保守的估计，

认为先进制程 12寸线中的检测设备和清洗设备的每万片月产能的需求量比成熟制程 12

寸线中多 20%，实际当中的需求量应该是大于该值。 

表 20：国内晶圆制造设备需求量测算 

 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 合计 

国内规划产能（万片/月） 19.25 30 79.5 128.75 

研磨机需求（台） 71 360 1391 1822 

CVD 需求（台） 191 1260 2425 3875 

氧化/高温/退火需求（台） 243 660 3299 4202 

离子注入机需求（台） 65 390 716 1171 

刻蚀机需求（台） 196 750 4730 5677 

光刻机需求（台） 83 240 596 919 

涂胶机需求（台） 83 210 398 690 

PVD 需求（台） 92 720 1988 2800 

检测需求（台） 464 1500 >4770 >6734 

清洗需求（台） 89 510 >1622 >2220 

资料来源：长江证券研究所 

根据测算，未来对薄膜设备、氧化炉管设备、刻蚀机、检测设备和清洗设备的需求量较

大。由于设备的单机价值量不同，因此，总体的设备价值量和数量有一定差异。晶圆制

造的核心工艺光刻、刻蚀和薄膜设备的价值量占比最大。 
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图 8：晶圆制造的核心工艺光刻、刻蚀和薄膜设备的价值量占比最大 

24%

23%

18%

13%

13%

9% 刻蚀设备

光刻机

CVD

CMP/表面处理/清洁

晶圆测试设备

其他薄膜设备(含PVD）

 
资料来源：SEMI, 长江证券研究所 

2018-2020 年是晶圆制造设备的需求高峰 

除英特尔、三星、台积电、格罗方德等建厂经验丰富、技术先进的公司外，其他公司建

设晶圆产线时，通常不会一次性把满产能的设备采购齐全，通常会先建设一条 5000 片/

月产能的小产线试投产，验证工艺，当良率达到要求后，再逐步采购设备直至达到规划

的产能，设备的采购过程随工艺进程、订单量和下游市场景气度等不同而不同，通常将

持续 2-4 年。 

国内在建的晶圆厂的设备搬入期大部分为 2018 和 2019 年，因此，2018-2020 年将是

国内晶圆制造设备的需求高峰。 

 

国内晶圆厂对国产晶圆制造设备需求测算 

国产半导体设备的机会在于内资晶圆厂和非先进工艺设备 

目前国产半导体设备与国外半导体设备的技术差距仍然较大，还无法实现真正的国产替

代。根据 SEMI 统计和预测，以及中国电子专用设备工业协会的统计，国产集成电路制

造设备在国内的总体占有率不足 10%。在 8 寸、成熟制程 12 寸工艺中，国产半导体设

备在某些工艺中能实现一定程度的国产替代，而在先进制程 12 寸工艺中，国产半导体

设备还较难进入，或进入的量较小。 

一条产线中，工序多达几百上千道，其中比较靠前的关键工序对线宽要求较为严格，而

比较靠后的非关键工序对线宽要求则较低。如 28nm 工艺线，比较靠前的工序，对线宽

的要求严格为 28nm，而靠后的工序，线宽要求可能为 45nm、65nm 甚至 130nm。因

此，目前已进入实际量产的国产半导体设备，更多是用于比较靠后的非关键工序，这些

工序中，对线宽的要求较低。在 8 寸线、成熟工艺 12 寸线中，国产半导体设备的占有

率比先进工艺 12 寸线中的占有率更高。 

 

 

 



 

请阅读最后评级说明和重要声明 20 / 26 

 

行业研究┃行业周报 

图 9：中国半导体设备市场规模 2018 年将找过 110 亿美元  图 10：国产半导体制造设备 2018 年预计销售额为 35 亿（人民币） 
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资料来源：SEMI, 长江证券研究所  资料来源：中国电子专用设备工业协会，长江证券研究所 

此外，目前国内在建的晶圆厂中，有一部分为外资如三星、台积电等，有一部分为内资

如中芯国际、华力微电子、长江存储等，对国产半导体设备而已，进入外资晶圆厂较难，

而进入内资晶圆厂相对容易。 

因此，对国产半导体设备的需求测算，以内资晶圆厂为主，占有率方面，8 寸和成熟制

程 12 寸线的占有率将高于先进制程 12 寸线。 

表 21：内资 8 寸在建晶圆产线 

公司 项目 地点 投资额（美元） 尺寸 工艺 规划产能 

（万片/月） 

开工时间 预计设备搬入 预计投产 

中芯

国际 

中芯绍兴 绍兴 8.8 亿 8 特色工艺 4.25 2018 年 5 月 2019 年 9 月 2020 年 1 月 

中芯天津 T2 天津 T2/T3 共 15 亿 8 0.18um 9 2016 年 9 月 2018 年 7 月 2020年10月 

中国

电子 

积塔半导体

一期 
上海 约 13 亿 8 特色工艺 6 2018 年 8 月 2019 年下半年 2020 年 

资料来源：《集成电路应用》,《2017 年上海集成电路产业发展研究报告》，公司官网，长江证券研究所 

国内目前在建的 8 寸线均为内资，全部投产后，总产能将达到 19.25 万片/月。 

表 22：内资成熟制程 12 寸在建晶圆产线 

公司 项目 地点 投资额（美元） 尺寸 工艺 规划产能 

（万片/月） 

开工时间 预计设备搬入 预计投产 

中芯

国际 

中芯国际 B3 北京 40 亿 12 CIS、2D NAND 等 3.5 2016年10月 2018 年下半年 2018 年 

中芯国际天

津 T2/T3 
天津 T2/T3 共 15 亿 12 90nm 1 2016 年 9 月 2018 年 7 月 2020年10月 

华虹

宏力 

华虹无锡

Fab7 一期 
无锡 25 亿 12 90-65nm 特色工艺 4 2018 年 3 月 2019 年下半年 2019 年 

德淮 德科玛淮安 淮安 25 亿 12 65nm 图像传感器 2 2016 年 3 月 2018 年下半年 2019 年 

粤芯 粤芯半导体 广州 10.5 亿 12 
130nm-180nm 传

统特色工艺 
4 2017年12月 2019 年上半年 2019 年 

武汉

新芯 

武汉新芯

Fab12b 
武汉 20 亿 12 

10万片特种工艺+1

万片Nor Flash+0.5

万片逻辑 

11.5 2017年12月 2018 年 10 月 2018年12月 

资料来源：《集成电路应用》,《2017 年上海集成电路产业发展研究报告》，公司官网，长江证券研究所 
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国内目前在建的成熟制程 12 寸线大部分为内资，全部投产后，总产能将达到 26 万片/

月 

表 23：内资先进制程 12 寸在建晶圆产线 

公司 项目 地点 投资额（美元） 尺寸 工艺 规划产能 

（万片/月） 

开工时间 预计设备搬入 预计投产 

中芯 

国际 

中芯国际

SN1&SN2 
上海 102.4 亿 12 CMOS 14-10-7nm 7 2016年10月 2018 年 2018 年 

华力 

微电子 

华力二期

Fab6 
上海 58 亿 12 

CMOS 

28-20-14nm 
4 2016年12月 2018 年 5 月 2018 年 

长江 

存储 

国家存储

器基地 
武汉 

240 亿（分三期

建设），第一期

85 亿 

12 

3D 

NAND+20/18nm 

DRAM 

三期总共：30 

第一期：10 
2016年12月 2018 年 4 月 2018 

福建 

晋华 

福建晋华

一期 
泉州 56.5 亿 

12

寸 
32nm DRAM 6 2016 年 7 月 2018 年 7 月 2018 年 9 月 

合肥 

长鑫 
合肥长鑫 合肥 72 亿 

12

寸 
19nm DRAM 12.5 2017 年 3 月 2018 年 1 季度 

2018 年下半

年 

紫光 

紫光南京

集成电路

基地一期 

南京 105 亿 
12

寸 

3D NAND 

DRAM 
10 2018 年 6 月 2020 年 2021 年 5 月 

资料来源：《集成电路应用》,《2017 年上海集成电路产业发展研究报告》，公司官网，长江证券研究所 

先进制程 12 寸晶圆产线中，有一部分是内资建设的，如果全部达到满产，产能将达到

49.5 万片/月。 

表 24：内资在建晶圆厂的晶圆制造设备需求量测算 

 8 寸线 成熟制程 12 寸线 先进制程 12 寸线 合计 

国内规划产能（万片/月） 19.25 26 49.5 94.75 

研磨机需求（台） 
71 

312 866 1249 

CVD 需求（台） 191 1092 1510 2792 

氧化/高温/退火需求（台） 243 572 2054 2869 

离子注入机需求（台） 65 338 446 849 

刻蚀机需求（台） 196 650 2945 3792 

光刻机需求（台） 83 208 371 662 

涂胶机需求（台） 83 182 248 512 

PVD 需求（台） 92 624 1238 1954 

检测需求（台） 464 1300 >2970 >4734 

清洗需求（台） 89 442 >1010 >1540 

资料来源：长江证券研究所 
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国产半导体设备需求测算 

目前国产晶圆制造设备在国内的占有率不足 10%，而 8 寸、成熟 12 寸中占有率高于先

进 12 寸产线，因此，对国产晶圆制造设备的需求测算时，假设 8 寸、成熟 12 寸和先进

12 寸的国产化率分别达到 15%、15%、10%，20%、20%、15%和 25%、25%、20%。 

表 25：内资在建晶圆产线对国产设备的需求测算 

 
8 寸线 

成熟 

12 寸 

先进 

12 寸 
合计 8 寸线 

成熟 

12 寸 

先进 

12 寸 
合计 8 寸线 

成熟 

12 寸 

先进 

12 寸 
合计 

国内规划产能 

（万片/月） 
19.25 26 49.5 94.75 19.25 26 49.5 94.75 19.25 26 49.5 94.75 

国产设备占有率 15% 15% 10%  20% 20% 15%  25% 25% 20%  

研磨机（台） 11 47 87 144 14 62 130 207 18 78 250 346 

CVD（台） 29 164 151 343 38 218 226 483 48 273 558 879 

氧化/高温/退火（台） 36 86 205 328 49 114 308 471 61 143 574 777 

离子注入机（台） 10 51 45 105 13 68 67 148 16 85 170 271 

刻蚀机（台） 29 98 295 421 39 130 442 611 49 163 758 970 

光刻机（台） 12 31 37 81 17 42 56 114 21 52 132 205 

涂胶机（台） 12 27 25 64 17 36 37 90 21 46 102 169 

PVD（台） 14 94 124 231 18 125 186 329 23 156 391 570 

检测（台） 70 195 297 562 93 260 446 798 116 325 947 1388 

清洗（台） 13 66 101 181 18 88 151 258 22 111 308 441 

资料来源：长江证券研究所 

根据晶圆厂建设进度，这些晶圆制造设备，将在未来 3-4 年内逐步得到兑现。根据测算，

未来 3-4 年，国内在建晶圆厂对 CVD、氧化炉管、PVD、刻蚀、检测、清洗等设备的

需求量较大，国内北方华创、中微半导体、沈阳拓荆、精测电子、盛美半导体、至纯科

技等在这些方面已经取得一定的技术突破或已有相关布局，建议持续关注。此外，随着

晶圆厂产能的爬坡，对封测的需求也将逐渐提高，建议关注国产半导体测试设备龙头长

川科技。 
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一周行情回顾 

表 26：各指数涨跌幅 

指数名称 指数代码 本周行情 2018年以来 

上证综指 000001.SH 2.27% -17.47% 

沪深300 000300.SH 2.96% -17.50% 

深证成指 399001.SZ 1.53% -23.15% 

创业板指 399006.SZ 1.10% -17.26% 

机械中信 CI005010 0.84% -26.94% 

资料来源：Wind，长江证券研究所 

 

表 27：机械行业涨幅前十股 

代码 简称 周涨跌幅 

002526.SZ 山东矿机 23.53% 

603085.SH 天成自控 17.94% 

002122.SZ *ST天马 14.97% 

601100.SH 恒立液压 12.85% 

002282.SZ 博深工具 11.62% 

002903.SZ 宇环数控 11.27% 

300434.SZ 金石东方 10.20% 

002767.SZ 先锋电子 9.61% 

600583.SH 海油工程 9.45% 

300151.SZ 昌红科技 9.36% 

资料来源：Wind，长江证券研究所 

 

表 28：机械行业跌幅前十股 

代码 简称 周涨跌幅 

300402.SZ 宝色股份 -15.72% 

603111.SH 康尼机电 -14.16% 

002278.SZ 神开股份 -10.00% 

000925.SZ 众合科技 -9.38% 

002248.SZ 华东数控 -8.80% 

002786.SZ 银宝山新 -8.22% 

002204.SZ 大连重工 -7.87% 

300257.SZ 开山股份 -7.78% 

603686.SH 龙马环卫 -7.19% 

300690.SZ 双一科技 -6.35% 

资料来源：Wind，长江证券研究所 
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重点公司公告 

恒立液压：发布 2018 年中报，实现营收 21.64 亿元，同比增长 59.23%，归母净利润

4.63 亿元，同比增加 186.65%。 

长川科技：发布 2018 年中报，实现营收 1.16 亿元，同比增长 76.78%，归母净利润

2500.66 万元，同比增加 47.58%。 

浙江鼎力：发布 2018 年中报，实现营收 7.85 亿元，同比增长 42.12%，归母净利润 2.05

亿元，同比增加 37.29%。 

麦格米特：发布 2018 年中报，实现营收 10.31 亿元，同比增长 63.36%，归母净利润

6515.60 万元，同比增加 40.38%。 

豪迈科技：发布 2018 年中报，实现营收 17.25 亿元，同比增长 16.56%，归母净利润

3.52 亿元，同比下降 5.06%。 

至纯科技：发布 2018 年中报，实现营收 1.88 亿元，同比增长 19.13%，归母净利润

1907.62 万元，同比下降 23.71%。 

中大力德：发布 2018 年中报，实现营收 2.78 亿元，同比增长 18.27%，归母净利润

3606.80 万元，同比增加 25.77%。 

英威腾：发布 2018年中报，实现营收 10.35亿元，同比增长 17.05%，归母净利润 9626.87

万元，同比增加 5.88%。 

北方华创：发布 2018 年中报，实现营收 13.95 亿元，同比增长 33.44%，归母净利润

1.19 亿元，同比增加 125.44%。 

卓郎智能：发布 2018 年中报，实现营收 46.27 亿元，同比增长 13.98%，归母净利润

3.63 亿元，同比增加 30.35%。 

中国中车：发布 2018 年中报，实现营收 862.91 亿元，同比下降 2.73%，归母净利润

41.18 亿元，同比增加 12.16%。 

 

宏观及行业新闻 

 发改委：今年 1-7 月集成电路制造业投资同比增长 67.9% 

今年 1-7 月，集成电路制造业投资同比增长 67.9%，医疗诊断、监护及治疗设备制造业

投资同比增长 65.1%，光电子器件制造业投资同比增长 45.5%。新能源汽车、工业机器

人、集成电路产量同比分别增长 68.6%、21.0%和 14.5%。（中国证券网） 

 

 18 家国际工程机械制造商 2018 年上半年销售额增长 27.37% 

2018 年上半年全球 18 家国际工程机械制造商总计销售额为 476.85 亿美元，同比大幅

增长 27.37%，营业利润 62.86 亿美元，同比增长 55.29%。（中国机械工业联合会机经

网）  
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 中国在世贸组织起诉美国对 160 亿美元中国产品的征税措施 

据商务部消息，中国于 8 月 23 日在世贸组织起诉美国 301 调查项下对华 160 亿美元输

美产品实施的征税措施。（中国金融信息网） 
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 看    好： 相对表现优于市场 

 中    性： 相对表现与市场持平 

 看    淡： 相对表现弱于市场 

公司评级 报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为： 

 买    入： 相对大盘涨幅大于 10% 

 增    持： 相对大盘涨幅在 5%～10%之间 

 中    性： 相对大盘涨幅在-5%～5%之间 

 减    持： 相对大盘涨幅小于-5%  

 无投资评级： 由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使

我们无法给出明确的投资评级。 

 


